MODELE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

PARAMETRYCZNE STABILIZATORY NAPIECIA I PRADU/ZRODEA PRADOWE

UKLADY DIODOWE
1. Odp.
—2
IR2—6OOQ
u
Oblicz warto$ci chwilowe: minimalng iy, i maksymalna i, oraz war-
tosci skuteczng ly i $rednia l,, pradu i. W obliczeniach jako model
A diody przyjmij model idealnego zaworu.
v Yy przyjmij g
soov fo L1 I_f
2. Odp.
o | I |
R=1kQ W uktadzie jak na rys. oblicz prad I ptynacy przez diodg, dla dwoch
Uwe E7 wartosci napigcia wejsciowego: Uwe; = 1,7V, Uyg, = —=15V. W oblicze-
[~ | niach przyjmij nastgpujace parametry diody Zenera:
I a) polaryzacja zaporowa: Uz;= 10V, r;=0,
o < b) polaryzacja w kierunku przewodzenia: Uy= 0,7V, rg= 0.
3. Odp.
Zmierzono trzy punkty charakterystyki pradowo napigciowej diody
I[mA] |10 |1 0,1 potprzewodnikowej w temperaturze pokojowej. Zaktadajac, ze charakte-
U[V] [0,7]0,6 10,5 rystyka ta jest opisana rownaniem Schockleya wyznacz parametry |y, 7
(przyjmij Ur=KT/q =26 mV, oraz lg;,e = 0,43).
4. Odp.
Zmierzono czgstotliwos$¢ rezonansowa obwodu dla roznych napieé pola-
= zujacych diody pojemno$ciowe:
0.5 o f [MHz] | 7121 |58,19 |45,03
uH T U[V] 19,2 6,4 2,4
U Wyznacz pojemnos¢ poczatkowa Cjy zlacza i jego wspolczynnik ksztat-
tu n jesli wiadomo, ze napigcie dyfuzyjne wynosi Up= 0,8V.
5. Odp.
o— I I —o
R;=100Q2 R,=200Q . .. . . .
=100 2200 Oblicz napiecie Up. Przyjmij dwuodcinkowa aproksymacje cha-
U;=1v Up U,=3V rakterystyki diody z parametrami Uy= 0,5V 1 14= 50€2.
6. Odp.
—L ]
R =100 Q Narysuj charakterystyke przejSciowa Uywy(Uwe) stabilizatora na-
Uwe N |:| Uy piecia w zakresie 0 < Uwg < 30 V. Podaj nachylenia linii w r6z-

R, =100 Q

nych obszarach charakterystyki. Do obliczen przyjmij model od-
cinkowo-liniowy diody Zenera z parametrami: Uz =10 V, rz = 0.




L | [l
R =100 Q Iwy

Narysuj charakterystyke wyjsciowa Uwy(lwy) stabilizatora napig-
cia. Przyjmij Uwg= 30 V. Podaj nachylenia linii w réznych obsza-

Une VAN Uy rach charakterystyki. Oblicz maksymalny prad wyjsciowy dla
zakresu stabilizacji Iwymsx Oraz prad zwarcia Izw. Do obliczen
przyjmij model odcinkowo-liniowy diody Zenera z parametrami:
UZ: IOV,I'Z:O.

8. Odp.
— (a) Wyznacz moc admisyjna (maksymalng) Pry.x rezystora R jesli dopusz-
R=03KO czalne napigcie na wejsciu stabilizatora wynosi Uwem.x = 40V a rezystan-

N
w B

cja obciazajaca moze zmienia¢ si¢ w granicach 100 Q < Rp < oo, (b) Wy-
znacz maksymalne dopuszczalne napigcie na wejsciu stabilizatora Uygmax
jesli rezystancja obciazajaca moze zmieniac sig¢ od 0 do .

W obliczeniach przyjmij nast¢pujace parametry diody Zenera: Uz;= 10 V,
r,=0 Q, Pzrax = 0,5W.

9. Odp.
A R %‘ W uktadzie stabilizatora napigcia przyjmij nastgpujace parametry
1 modelu diody Zenera: Uz = 10V, r; = 20Q. Oblicz (a) napigcie
R,=100Q2 | wyjsciowe Uwy jesli Uwg = 20,8V, (b) maksymalna wartos¢ na-
UWE UWY 2 . . e, . e g . . .
piecia wejsciowego Uwemax jeSli moc admisyjna diody Zenera
o wynosi Pap=15/4 W.

Wyznacz prad kolektora Ic oraz napigcie kolektor emiter Ucg
tranzystora w uktadzie na rysunku dla ré6znych wartosci napigé
EB: EC: a) EB: IOV, EC: OV, b) EB = -3V, EC: 13V C) EB = 3V,
Ec=7V.

Narysuj charakterystyke transkonduktancyjna tzn. zalezno$¢ ic(uwg) w
zakresie 0 < uwg < Ucc. Zaznacz i oblicz (!) punkty zatamania charakte-

rystyki.

UCC =8V

Re=2 kQ
Ry=100 kQ

P Es

B=99

Wyznacz w przyblizeniu prad emitera I 1 napigcie kolektor-emiter Ucg
tranzystora krzemowego (Ugg = 0,7 V) dla roznych wartosci napigcia Eg:
a) Eg=10V b) Eg=2V c¢) Eg=-6V.




13. Odp 14. Odp
E=10V
Wyznacz napiecie kolektor-emiter Uce. Obl-lcz'naplqme U na kondensatorze. W jakim stanie
znajduje si¢ tranzystor.
15. Odp.
EDD =10V
Rp=0,4kQ
B o> Up=-3V
C
Ro=10M

W pozycji B przelacznika prad drenu wynosi |Ip| = 9,8 mA. Oblicz Ip i Ups w pozycjach A i C jesli
widomo, ze Up= -3V

16. Odp.

E =10V

Oblicz napigcie Uce

——

Odpowiedzi
L= 0,5 A, imn=0, 1.,=0,125A, lg=1/\24 = 0,204A. wrdé (back)

2.2) = Ywe=Yo _ja b) I=M=—5mA. wréé (back)
R+1y R+ry,

3o B0 s —101g'°'_l§STeU=10nA wr6é (back)

T U Al /AU T '

Alg,,(1+U/Uy) Alg,,(1+U/Up) 2 B
n= = =2, C.,=2C1+U/U, =———/1+U /U, . wroé
Alg,, (47> F2L) 2Alg,, f i0 P ar’tlL °

(back)
5.UD=UO+Mrd=1V, Uy, =U, Ry +U, Ry ~1,67V;Ry =R, || R, =67Q. wrdé
Ry, + 1y R, +R, R, +R,




6. V. UWY nachylenie = 0
10 =1

nachylenie = R14(R1+R)=0,5V/V

UWE
0 20 30 v wro¢ (back)
7. A" UWY nachylenie = 0
10 e
nachylenie = -100V/A
Twy
0 0,2 0,3 A wréé (back)

8. (2) () Uy o =Ug + R% _25V.  wrdé (back)
Z

9.(a) Uy = 14.9V (b) Upgmax = 23V, wtedy Uyy = 15V. wroc (back)
10. (a) Uce = 0,2V, Ic = 9,8V/2kQ = 4,9mA (nasycenie). (b) Ic = 0, Uce = Ec — Eg = 10V (zatkanie).
(©) 1c=2,3mA, Uce= 5,4V (praca aktywna). wroc¢ (back)

11. mA N ic
10

UwE

0 07 L7 10,2 V wro¢ (back)
12. (a) Ucg= 0,2V, Ic = 7,8V/2kQ = 3,9mA (nasycenie). (b) Ucg = 5,4V, Ic= 1,3mA (praca aktywna)
(c) Ucg=8V, lc=0 (zatkanie). wr6¢ (back)
13. Uce = E = 10 (tranzystor zatkany). wrd¢ (back)

E-U_E-(U-07V)_(U-02V) U-07V
R R 2R

14. Tranzystor nasycony,

— U=6,23V wrd¢ (back)

15. w pozycji B: Ugs= Epp=-10V — K = |I 5| /(Ues-Up)*=0,2mA/V?,

w pOZiji A: UGS = UDS1 ID: K(U(;s-Up)2 = (Ugs-EDD)/RD —> UGS = -8V :UDS, ID = SmA,

w pozycji C: Ugs =0, Ip =0, Ups =-10V. wrdé(back)

16. UCE = 0,2V: IBB:|B+IR: |B+(UBE+IBRB)/R = |B(1+RR/R)+UBE/R, IB = O,ImA, ,BIB=10mA > ICmax: (E
- 0,2)/Rc=4,9mA (tranzystor nasycony)



